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Abb.: Exemplarischer Antriebsstromrichter [AUDI AG]  Abb.: Zyklenabhangier Threshold-Spannungsdrift [1]

In der Elektromobilitat werden als Halbleiterschalter in Antriebsstromrichtern immer hau-
figer Siliziumkarbid (SiC) MOSFETSs eingesetzt, um hohere Wirkungsgrade erzielen zu kén-
nen. Uber die Betriebsdauer von 8 000 Stunden treten bei den Halbleitern durch die An-
steuerung Alterungseffekte auf. Insbesondere ist hier die Threshold-Spannung Ussn be-
troffen.

Um diese Alterungseffekte in zukunftigen Systemmodellen bertcksichtigen zu kénnen,
soll ein Versuchsstand entwickelt und aufgebaut werden, mit dem automatisierte Lebens-
daueruntersuchungen in Bezug auf einen alterungsabhangigen Threshold-Spannungs-
drift durchgefihrt werden kénnen.

Daraus ergeben sich folgende Teilaufgaben:

e Einarbeitung und Literaturrecherche zur Alterung von SiC-MOSFETSs in Bezug auf die
Threshold-Spannung Ugs,h

e Entwicklung und Aufbau eines Versuchsstands fur Alterungstests

e Durchfuhrung von beschleunigten Alterungstests

e Diskussion der Ergebnisse

e Dokumentation der Arbeitsschritte und -ergebnisse
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10.1109/LED.2020.3007626.

~
~h

DRESDEN


http://tu-dresden.de/die_tu_dresden/fakultaeten/fakultaet_elektrotechnik_und_informationstechnik
http://tu-dresden.de/die_tu_dresden/fakultaeten/fakultaet_elektrotechnik_und_informationstechnik/eti
mailto:sebastian.rode@tu-dresden.de

